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%相界&在此高锆

区域具有丰富的相结构和外场诱导相变特性&成为在

电子通信!国防科技!能源工程等高新技术领域的研

究热点+
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)研究影响
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薄膜表面形貌和晶体结

构的因素&并获得良好的表面形貌和单一的钙钛矿结

构&不仅有助于形成平滑的薄膜表面&还有助于后期

器件制作过程中其他功能层的沉积&改善薄膜的晶体

结构和电学性能&进而提升器件整体的性能)

采用溶胶
*

凝胶$

6V=*@/=

%法制备
H:#)

反铁电

薄膜时&热处理及退火过程会导致薄膜的组分发生

偏离&如
HG

组分在受热过程中会大量挥发&导致烧
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矿结构&而
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的容忍度+
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程中
HG
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薄膜表面晶粒尺寸最大&晶粒出现团聚&薄膜出现明

显的凹陷&致密度最低&这可能因为
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的过量超过

了材料本身的容忍度&未参与薄膜成核的
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组分

在衬底形成了
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的化合物&阻碍了薄膜晶粒均匀!
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为不同
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过量组分
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薄膜粗糙度点

图)由图可知&随着薄膜
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过量组分的增加&粗糙

度也随着上升)粗糙度是表征薄膜性能的重要参
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分进入薄膜&降低薄膜的绝缘性&使薄膜导通&故其

大小直接影响薄膜的电极接触特性以及材料的致动
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H#)

薄膜在衬底上的晶化温度低于
H:#)

&故较低温

度时
H#)

可在衬底上结晶&为
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薄膜的生长提

供优先成核位置&促进向钙钛矿相的转变+
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缓冲层的
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薄膜
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图

根据晶格匹配的计算&
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缓冲层的加入应该

对薄膜粗糙度和结晶状态有很大改善&为了验证这

个想法&我们在保证
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厚度相同的情况下&引

入不同厚度的
H#)

缓冲层&以改善薄膜生长过程&

并对薄膜表面形貌和结晶状态进行了研究)图
2

为

引入不同厚度
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缓冲层的
H:#)

薄膜
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于晶化温度较低的
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钙钛矿结构的生成及薄膜的晶化*引入厚度为

"33$F

的
H#)

缓冲层的
H:#)

薄膜$见图
2

$

X

%%可

见晶粒大小不均&表面出现凹陷&致密度降低&

"33$F
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薄膜&实验结果表明&引

入
!33$F

的
H#)
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